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Структуры с квантовыми точками Ge1-xSix/Si представляют интерес в связи с возможностью разработки совместимых с кремниевой технологией приборов оптоэлектроники среднего ИК диапазона. Несмотря на существенные успехи в изучении квантовых точек Ge/Si, достигнутые в последние годы [1], детали энергетического спектра носителей заряда в таких структурах, а также строение интерфейса квантовой точки оставляют довольно много вопросов. Неоднородное распределение механических напряжений в структурах с квантовыми точками приводит к существенным изгибам зоны проводимости и валентной зоны, формируя локализованные электронные состояния и барьеры для дырок на интерфейсе в кремнии [2]. Наличие таких особенностей может сказываться на характеристиках приборов, в то время как количественные характеристики изгибов зон на интерфейсе сильно зависят от технологических параметров. Одним из известных способов определения значений параметров, принципиально важных для практического применения структур с квантовыми точками, является исследование динамических характеристик различных процессов, происходящих после импульсного возбуждения структур. В случае структур с квантовыми точками исследуется, главным образом, динамика межзонной фотолюминесценции [3,4].
В настоящей работе проведено экспериментальное исследование временной релаксации оптического поглощения в среднем ИК диапазоне нелегированных структур с квантовыми точками Ge/Si, связанного с переходами дырок из основного состояния точки в сплошной спектр, после действия короткого импульса межзонного оптического возбуждения, создающего неравновесные носители заряда. Измеренные в широком диапазоне температур кривые релаксации фотоиндуцированного внутризонного поглощения позволяют установить изменение степени заполнения основного состояния квантовой точки дырками со временем. Анализ температурных зависимостей характерных времен релаксации позволил установить примерные величины изгибов зон на интерфейсе квантовой точки, которые находятся в удовлетворительном согласии с ранее полученными данными по исследованию температурного гашения внутризонной фотопроводимости в аналогичных легированных структурах [5].
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